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Uplatnenie výsledkov projektu 

Detektory na báze semiizolačného GaAs a epitaxne rasteného 4H-SiC si nájdu uplatnenie v 
mnohých oblastiach ako je kozmický výskum, časticová fyzika, radiačná bezpečnosť, 
materiálový výskum a tiež zobrazovanie s využitím rôzneho typu žiarenia. Podľa typu 
aplikácie je možné tieto detektory následne optimalizovať. Semiizolačný GaAs je vysoko-
radiačne odolný materiál vhodný najmä pre pixelové detektorové polia, ktoré sa využívajú 
pri zobrazovaní. Taktiež ich je možné využiť ako polohovo-citlivé stripové detektory. GaAs 
má dobrú citlivosť pre rtg a gama žiarenie, a preto sú tieto detektory vhodné pre rôzne 
zobrazovacie systémy. 4H-SiC detektory preukázali vysokú spektrometriu najmä pri detekcii 
nabitých častíc. Tieto detektory sú ešte radiačne odolnejšie ako GaAs a dokážu pracovať pri 
vysokých teplotách. Sú vhodné tiež pre spektrometriu a zobrazovanie pomocou neutrónov. 
Sú málo citlivé na rtg a gama žiarenie, čo je veľká výhoda pri detekcii neutrónov. 
Zobrazovanie pomocou neutrónov je doplnková metóda k rtg zobrazovaniu. Kombinácia 
týchto polovodičových detektorov do systému zobrazovania pomocou rtg a neutrónov je 
ideálna aplikácia pre nedeštruktívne testovanie rôznych typov materiálov a štruktúr. 
 
Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu v slovenskom jazyku 
(max. 20 riadkov) 

Hlavným cieľom projektu bol návrh, realizácia a testovanie polovodičových detekčných 
štruktúr na báze semiizolačného GaAs a 4H-SiC. Počas riešenia projektu sme pripravili a 
optimalizovali viacero detekčných štruktúr, na ktorých boli testované ich elektrické a 
detekčné vlastnosti. Výsledkom bol a podaný patent a prijatý úžitkový vzor na prípravu 
veľkoplošných detektorov. Ďalším cieľom bolo testovanie radiačnej odolnosti pripravených 
detektorov a ich degradácia v závislosti od celkovej dávky, kde sme urobili porovnávací 
výskum, v ktorom sme sledovali degradáciu nielen GaAs a SiC pripravených detektorov ale 
aj štandardne využívané Si a CdTe detektory. Tu sa ukázalo, že radiačná odolnosť GaAs a 
najmä SiC je v určitých prípadoch až 1000x vyššia. Ďalším cieľom bola simulácia 
elektrických a detekčných vlastností pripravených štruktúr, kde sme skúmali najmä 
elektrické parametre Schottkyho kontaktov, ktoré poukazujú na kvalitu detektora. Tu sme 
objavili aj určitú elektrickú anomáliu v správaní niektorých SiC detektorov. Priepustné 
charakteristiky merané pri rôznych teplotách sa pretínali v jednom konkrétom bode, čo 
znamená, že pri určitom napätí bude diódou tiež rovnaký prúd nezávislý od teploty, čo by v 
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budúcnosti mohlo byť využité v určitých typoch elektrických obvodov. Posledným cieľom 
bolo štúdium amplitúdového deficitu pri detekcii ťažkých iónov. Tento efekt sme preskúmali 
a porovnali pre SiC a Si detektory. Plány pre meranie s GaAs detektormi nám prekazila 
vojna na Ukrajine. Taktiež sme skúmali 4H-SiC detektory pri zvýšených teplotách a 
optimalizovali sme štruktúry pre detekciu alfa častíc, ktoré sú schopné dlhodobo pracovať 
až do 500 °C len s minimálnym zhoršením detekčných vlastností. 
 
Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu v anglickom jazyku 
(max. 20 riadkov) 

The main objective of the project was the design, preparation, and testing of detector 
structures based on semi-insulating GaAs and 4H-SiC. Various detection structures were 
prepared and optimized during the project solution, and their electrical and detection 
properties were evaluated. As a result, a patent was applied, and a utility model was 
accepted for the preparation of large-scale detectors. Another goal was to test the radiation 
resistance of prepared detectors and their degradation depending on the total dose; we did 
a comparative study in which we utilized not only GaAs and SiC detectors but also the 
standard Si and CdTe ones. Here, it has been shown that the radiation hardness of GaAs 
and especially SiC is up to 1000 times higher in certain cases. Another goal was to simulate 
the electrical and detection properties of the prepared structures, where we tested electrical 
parameters of Schottky contacts, which indicate the quality of the detector. Here we also 
discovered a certain electrical anomaly in the behavior of some SiC detectors. The forward 
current-voltage characteristics measured at different temperatures are intersecting at a 
specific point, which means that at a certain voltage, the temperature-independent current is 
flowing through the diode, which could be used in electrical circuits in the future. The last 
goal was to study the amplitude defect in the detection of heavy ions. We examined and 
compared this effect for SiC and Si detectors. Plans for measurements with GaAs detectors 
were thwarted by the war in Ukraine. We also examined 4H-SiC detectors at elevated 
temperatures and optimized alpha particle detection structures that are capable of operating 
up to 500°C for a long time with only minimal degradation in detection properties. 
 


